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assembling the donor structure (2, 4, 8) with a receiver layer (10); removing the support (2). 



(57) Abstract: The invention 
concerns a method for making a 
thin-film element, characterized 
in that it includes the following 
steps: epitaxial growth of a 
crystal layer (4) of a first material 
on a crystal layer (2) of a support 
(2) formed in a second material 
different from the first material, 
said layer of first material (4) 
having a thickness such that it 
mesh parameter is determined by 
that of the crystal layer (2) of the 
support (2); forming a dielectric 
layer (8) on the side of the surface 
of said layer of first material (4) 
opposite to the support (2) to 
form a donor structure (2, 4, 8); 



(57) Abrege : L'invention vise un procede de fabrication d'un element en couches minces, caracterise par les etapes suivantes : - 
croissance par epitaxie d'une couche cristalline (4) d'un premier materiau sur une couche cristalline (2) d'un support (2) formee dans 
un second materiau different du premier materiau, ladite couche du premier materiau (4) ayant une epaisseur telle que son parametre 
de maille est determine par celui de la couche cristalline (2) du support (2) ; - formation d'une couche de dielectrique (8) du cote de 
la face de ladite couche du premier materiau (4) opposee au support (2) pour former une structure donneuse (2, 4, 8) ; - assemblage 
de la structure donneuse (2, 4, 8) avec un substrat de reception (10) ; - elimination du support (2). 
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Procede de fabrication d'un element en couches minces 

^invention concerne un procede de fabrication d'un element en couches 

5 minces. 

Dans de tels procedes, on utilise frequemment un support comme 
structure donneuse : une partie de la structure donneuse (en general une couche 
superficielle) est utilisee comme element de la structure cible, par exemple au 
moyen d'un report de couche. 

10 On rencontre notamment cette solution pour la fabrication d'une 

structure de type germanium sur isolant (GeOI), comme cela est decrit par exemple 
dans les articles " Germanium-On-lnsulator (GeOI) structure realized by the smart 
cut™ Technology", de F. Letertre et al. in Mat Res. Soc. Symp. Proc. Vol. 809, 
2004 Materials Research Society et "200 mm Gernanium-On-Insulator (GeOI) 

15 Structures realized from epitaxial wafers using the smart cut™ technology", de C. 
Deguet et al, ECS 2005, Quebec, vol. 2005 - 05, page 78. 

Ces articles proposent deux solutions alternatives pour reporter la 
couche mince de germanium qui forme la couche superficielle de la structure 
GeOI : on utilise comme substrat donneur soit un substrat (ou wafer selon le terme 

20 anglais) de germanium massif (parfois denomme "Ge BulK % ), soit un substrat en 
silicium sur lequel on a depose par epitaxie une couche de germanium dont une 
partie au moins sera reportee. 

La solution utilisant du germanium massif est avantageuse notamment 
sur le plan electrique du fait de la tres bonne qualite cristalline du materiau reporte 

25 (taux de dislocations du germanium massif proche de zero), mais la manipulation 
du germanium massif est relativement complexe, du fait notamment de la forte 
densite massique de ce materiau, ainsi que de sa fragilite mecanique 

C'est pourquoi on envisage plutot a Pheure actuelle d'utiliser en pratique 
comme substrat donneur la structure a base de germanium epitaxie sur un silicium 

30 deja mentionnee. 

La mise en oeuvre de cette solution proposee dans les articles deja cites 
conduit toutefois a Pobtention de couches de germanium presentant un taux de 
dislocations de I'ordre de quelques 10 6 cm" 2 , generees essentiellement lors de la 
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phase d'epitaxie du germanium sur le silicium du fait de la difference de parametre 
de maille entre les reseaux cristallins de ces deux materiaux (A = 4,2 %). 

De maniere generale, il peut etre interessant d'utiliser ainsi comme 
substrat donneur une structure composee d'un premier materiau depose par 
5 epitaxie sur un second materiau (par exemple pour profiter des proprietes 
electriques, ou plus generalement des proprietes physiques, de Tun et des 
proprietes mecaniques de I'autre). Si ces deux materiaux ont des parametres de 
maiiles differents, ce type de solution conduit toutefois sans precaution particuliere 
a un taux de dislocations relativement important dans la couche du premier 
10 materiau, ce qui peut diminuer les proprietes electriques et/ou physiques de cette 
couche. 

Afin d'ameliorer cet etat de fait, et notamment de proposer un procede 
de fabrication d'un element en couche mince qui puisse allier une facilite de 
manipulation du substrat donneur et un faible taux de dislocations dans la couche 
15 donnee par celui-ci, Pinvention propose un procede de fabrication d'un element en 
couches minces, caracterise par les etapes suivantes : 

- croissance par epitaxie d'une couche cristalline d'un premier materiau 
sur une couche cristalline d f un support formee dans un second materiau different 
du premier materiau, ladite couche du premier materiau ayant une epaisseur telle 

20 que son parametre de maille est determine par (et correspond done de maniere 
generale a) celui de la couche cristalline du support ; 

- formation d'une couche de dielectrique du cote de la face de ladite 
couche du premier materiau opposee au support pour former une structure 
donneuse ; 

25 - assemblage de la structure donneuse avec un substrat de reception ; 

- elimination du support. 

On obtient ainsi tres peu de dislocations dans la couche du premier 
materiau. On peut de ce fait choisir independamment les deux materiaux pour leurs 
proprietes respectives, sans que ce choix ne se fasse au prejudice de la qualite 
30 cristalline de la couche epitaxiee. 

Selon possibility de mise en oeuvre, on effectue prealablement a la 
formation de la couche de dielectrique, une etape de croissance par epitaxie d'une 
couche de troisieme materiau sur ladite couche du premier materiau, le materiau et 
I'epaisseur de la couche de troisieme materiau etant choisis de sorte que le 
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parametre de maille du troisieme materiau soit determine par celui de la couche 
cristalline du support. 

La couche du premier materiau est ainsi encapsulee, et done protegee, 
entre les couches des second et troisieme materiaux. Par ailleurs, les couches sont 
5 de bonne qualite puisque le parametre de maille est uniforme dans cette partie de 
la structure. 

Le troisieme materiau est par exemple du silicium. 

On peut alors eventuellement proceder aux etapes suivantes 
posterieures a Petape d'elimination du support : 
10 - gravure locale de la couche cristalline du premier materiau jusqu'a la 

couche du troisieme materiau ; 

- croissance par epitaxie du troisieme materiau sur les regions de la 
couche du troisieme materiau mises a nu par la gravure. 

On obtient ainsi en surface des regions du premier materiau et des 
15 regions du troisieme materiau, toutes de bonne qualite cristalline. Chaque region 
peut ainsi etre utilisee dans un but specifique selon ses proprietes propres. 

L'etape de formation de la couche de dielectrique peut comprendre une 
etape d'oxydation au moins partielle de la couche epitaxiee du troisieme materiau 
afin d'obtenir ladite couche de dielectrique. 
20 Cette solution est particulierement pratique et genere une couche 

d'oxyde de qualite particulierement bonne. Elle souligne par ailleurs Pinteret de 
Petape de croissance par epitaxie de la couche du troisieme materiau mentionnee 
ci-dessus. 

En variante, Petape de formation de la couche de dielectrique de la 
25 structure comprend une etape de depot d'une couche de dielectrique. 

La couche de dielectrique est par exemple une couche d'oxyde. 

Selon un mode de realisation, le support est une plaque du second 

materiau. 

Selon un autre mode de realisation, le support est du type couche 
30 superficielle sur isolant dont la couche superficielle forme la couche cristalline du 
second materiau. 

Le premier materiau est par exemple du germanium. Ce cas particulier 
est interessant du fait des proprietes physiques (notamment de transport electrique) 
du germanium et des difficultes a le manipuler. 
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Le second materiau est par exemple du silicium massif dont I'utilisation 
est relativement courante et la manipulation par consequent possible avec des 
moyens classiques. 

Selon une variante envisageable, le second materiau est du silicium 
5 contraint ou du SiGe, ce qui a notamment pour effet d ! augmenter Pepaisseur 
critique de germanium. 

Dans tous les cas, on peut envisager une etape de croissance par 
epitaxie du premier materiau sur la face de la couche cristalline du premier materiau 
laissee libre par ('elimination du support. 
10 La couche de premier materiau finalement obtenue sera dans son 

ensemble de meilleure qua lite qu'une couche de premier materiau de meme 
epaisseur deposee directement sur le support en second materiau. 

D'autres caracteristiques et avantages de I'invention apparaTtront a la 
lecture de la description qui suit, faite en reference aux dessins annexes dans 
1 5 lesquels : 

- les figures 1 a 7 represented les principales etapes d'un premier 
exemple de precede de fabrication d'un element en couches minces conforme aux 
enseignements de invention ; 

- les figures 8 et 9 represented deux etapes d'un procede de fabrication 
20 d'un element en couches minces selon un second exemple de mise en oeuvre de 

Tinvention ; 

- les figures 10 et 11 represented deux etapes ulterieures applicables 
eventuellement aux structures obtenues par les procedes precites. 

Les epaisseurs des couches representees sur les figures sont 
25 seulement illustratives et ne doivent pas etre comprises comme proportionnelles a 
I'epaisseur des couches dans la realite. 

Un premier mode de realisation de Tinvention est a present decrit en 
reference aux figures 1 a 7. 

Dans ce mode de realisation, on utilise une plaque 2 de silicium cristallin, 
30 comme schematiquement represents en figure 1. II s'agit done ici de silicium 
parfaitement relaxe. En variante, il est possible d'utiliser un substrat presentant en 
surface une couche de silicium, par exemple un substrat SOI (silicium sur isolant). 
Une telle structure comprend un substrat massif (en general en silicium), une 
couche d'oxyde enterre (generalement denommee BOX de Tanglais "Buried Oxide") 
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et une couche superficielie de silicium. Dans une autre variante, on peut utiliser un 
substrat de silicium presentant une zone fragile enterree obtenue par exemple par 
implantation d'especes gazeuses (hydrogene par exemple) favorisant 1'elimination 
ulterieure du substrat et sa reutilisation. 
5 On fait croitre par epitaxie sur cette plaque 2 de silicium une couche 4 de 

germanium avec une epaisseur inferieure a Pepaisseur critique. L'epaisseur critique 
est l'epaisseur sous laquelle la qualite cristalline de la couche epitaxiee est 
garantie : au dessus de cette epaisseur, des defauts, notamment des dislocations, 
apparaissent dans la couche epitaxiee. Sous cette epaisseur critique, la structure 

10 cristalline de la couche 4 de germanium (et en particulier le parametre de maille) est 
imposee par la structure cristalline superficielie de la plaque 2 : le parametre de 
maille de la couche 4 de germanium est egal a celui de la structure cristalline 
superficielie de la plaque 2 de silicium. L'epaisseur critique depend bien 
evidemment du substrat sur lequel est realise I'epitaxie. Au sujet de l'epaisseur 

15 critique, on pourra se referer a ['article "Calculation of critical layer thickness 
considering thermal strain in S/V x Ge x /Si strained-layer hetero-structures" , de J. 
Huang etaL in J. Appl. Phys. 83 (1), 1998 American Institute of Physics. 

On fait croitre dans I'exemple decrit ici pour une plaque massive de 
silicium une couche de germanium 4 avec une epaisseur inferieure a 3 nm. On 

20 obtient ainsi I'empilement represents en figure 2. 

Du fait que l'epaisseur de la couche de germanium 4 est inferieure a 
l'epaisseur critique et que sa structure cristalline est imposee par celle de la plaque 
2, par ailleurs de bonne qualite cristalline, le taux de dislocations dans la couche de 
germanium est pratiquement nul. 

25 Dans le mode de realisation propose ici, on depose alors (par exemple 

egalement par epitaxie) une couche tres fine 6 de silicium, avec une epaisseur 
typiquement inferieure a 1 nm, typiquement quelques angstroms. On obtient alors 
la structure representee a la figure 3. 

En variante, il est possible d'epitaxier une couche un peu plus epaisse 

30 de silicium (typiquement, entre 1 nm et 20 nm, par exemple entre 2 nm et 3 nm) et 
d'oxyder tout ou partie de cette couche par traitement de surface chimique ou 
physique. II pourra par exemple subsister apres traitement quelques angstroms de 
silicium, avantageusement 1 ou 2 monocouches de silicium. 
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Du fait de la qualite cristailine du silicium de la plaque 2 et du germanium 
epitaxie, la couche de silicium epitaxiee sur le germanium presentera elie aussi une 
bonne qualite cristailine et Tinterface entre cette couche de silicium et la couche de 
germanium sera de bonne qualite, en particulier d'un point de vue electrique. 
5 On peut remarquer que le parametre de maille du germanium dans la 

couche etant determine par celui du silicium de ia couche, celui-ci sera egalement 
repris dans la couche realisee en silicium et qu'on evitera ainsi les dislocations 
quelle que soit Pepaisseur de celle-ci. On remarque que, dans cette structure, la 
couche de germanium 4 est encapsulee entre la plaque de silicium 2 et la couche 
10 fine 6, ce qui permet une bonne protection de la couche de germanium dans les 
etapes ulterieures du precede decrites a present. 

Apres un nettoyage adapte, on depose sur la couche fine 6 un 
dielectrique par exemple Si 3 N 4 , un materiau a haute permittivite (comme AIN ou 
Hf0 2 ), un oxyde (comme AI 2 0 3 ou Si0 2 ). Dans cet exemple, on choisit de deposer 
15 du Si0 2 , par exemple par un procede du type PECVD (pour "Plasma Enhanced 
Chemical Vapor Deposition", e'est-a-dire depot chimique en phase vapeur assiste 
par plasma) ici a une temperature de I'ordre de 380° C, afin d'obtenir une epaisseur 
de 10 nm a 300 nm d'oxyde densifie ou non. 

En variante, il est possible de deposer directement cette couche d'oxyde 
20 sur la couche de germanium sans avoir recours a la couche de silicium epitaxiee. 
Dans ce cas, rinterface Ge/Si0 2 sera de moins bonne qualite electrique, mais peut 
suffire pour certaines applications. 

La couche d'oxyde 8 ainsi deposee est destinee a former la couche 
d'oxyde enterre (ou BOX de Tanglais "Buried Oxide") de la structure GeOI 
25 finalement obtenue. 

L/empilement obtenu apres depot de la couche d'oxyde 8, represents 
schematiquement a la figure 4, est ensuite reporte sur un substrat receveur 10, par 
exemple une autre plaque de silicium oxydee ou non en surface. Ce report 
s'effectue ici par collage moleculaire de la couche d'oxyde 8 sur le substrat 
30 receveur 10, apres activation des faces a coller (par exemple par activation 
chimique et/ou polissage mecanique et/ou chimique - "CMF\ et/ou plasma). 

On obtient alors la structure representee a la figure 5 et qui comprend 
I'empilement suivant : 

- le substrat receveur 10 ; 
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- la couche d'oxyde 8 ; 

- la couche fine de silicium 6 (facultative mais avantageuse) ; 

- la couche de germanium 4 (dont Pepaisseur est inferieure a Tepaisseur 

critique) ; 

5 - la plaque de silicium 2. 

On precede alors a Telimination de la plaque 2, par exemple par une 
action mecanique (rodage et polissage) et/ou une gravure chimique du silicium 
selective par rapport au germanium (par exemple avec du TMAH, c'est-a-dire de 
Thydroxyde de tetramethylammonium). 

10 L'avantage de la variante precitee utilisant un substrat SOI plutot que la 

plaque 2 massive de silicium comme substrat de depart, reside dans une plus 
grande facilite d'elimination. En effet, avec un substrat SOI, moins de precautions 
sont a prendre : le substrat de silicium est tout d'abord elimine par action 
mecanique jusqu'a atteindre la couche d'oxyde enterree. Celle-ci peut ensuite etre 

15 enlevee par exemple par gravure chimique selective par rapport au silicium. On 
elimine ensuite la couche mince de silicium par exemple par gravure chimique 
selective par rapport au germanium. 

Dans le cas de la variante proposee ci-dessus et prevoyant une zone 
fragile enterree, on peut proceder a la fracture au niveau de cette zone fragile 

20 enterree, par traitement thermique et/ou mecanique par exemple. La couche 
residuelle du substrat de silicium qui demeure solidaire de la couche de germanium 
apres fracture peut ensuite etre eliminee selectivement, par exemple par gravure 
chimique comme dans le cas precedent. 

On obtient ainsi la structure GeOI souhaitee, comme represents a la 

25 figure 6 : 

- le substrat 10, 

- la couche d'oxyde enterre 8, 

- la couche fine de silicium 6 (facultative), 

- la couche de germanium 4, a present superficielle. 

30 Du fait de son epaisseur inferieure a I'epaisseur critique lors de sa 

croissance par epitaxie, la couche de germanium 4 inclura tres peu de dislocations 
comme deja mentionne. Les proprietes electriques de cette couche de germanium 
4 sont done conformes a celles attendues par Tutilisation du germanium, avec une 
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qualite equivalente a celle qui aurait ete obtenue par 1'utilisation d'un substrat en 
germanium massif. 

La presence cTune fine couche 6 de silicium typiquement inferieur au 
nanometre entre la couche de germanium 4 et I'oxyde enterre 8 ne remet pas en 
5 cause ces bonnes proprietes electriques (elle les ameliore meme) et assure une 
interface de bonne qualite avec le germanium. 

La structure GeOI peut ainsi etre utilisee telle quelle dans un composant 
electronique. 

II est egalement possible, si on souhaite utiliser une structure GeOI avec 
10 une couche de germanium d'epaisseur superieure, de proceder a une nouvelle 
croissance de germanium par epitaxie sur la couche de germanium 4 de la 
structure GeOI precedente. Pour preserver la qualite cristalline de la couche de 
germanium, il faudra s'assurer que I'epaisseur de germanium epitaxiee reste 
inferieure a I'epaisseur critique pour le nouveau substrat considere a present et 
15 forme de I'empilement Si/Si0 2 /Si (facultatif) / Ge (contraint). Par ailleurs, si les 
contraintes au niveau de la qualite cristalline de la couche de germanium sont 
relachees, une epaisseur plus grande pourra etre epitaxiee. 

Le taux de dislocations obtenu sera en tout cas inferieur au taux de 
dislocations que Ton aurait obtenu en faisant croTtre directement I'epaisseur totale 
20 de germanium finalement utilisee sur une plaque 2 de silicium massif. 

On obtient dans ces hypotheses la structure representee a la figure 7 qui 
differe de celle de la figure 6 par I'epaisseur superieure de la couche de germanium 
5. 

On va a present decrire un second exemple de mise en oeuvre de 
25 Pinvention en reference aux figures 8 et 9. 

Ce second exemple est proche du premier exemple qui vient d'etre 
decrit et on limitera pour I'essentiel sa description aux etapes qui le distinguent du 
premier exemple. 

Dans ce second exemple, on utilise egalement une plaque de silicium 12 
30 (ou en variante un substrat de type SOI) sur laquelle on a fait croTtre par epitaxie 
une couche de germanium 14 d'epaisseur inferieure a I'epaisseur critique, comme 
cela a ete decrit en reference a la figure 2. 

Selon le second mode de realisation decrit ici, on fait croTtre par epitaxie 
sur la couche de germanium 4 une couche de silicium avec une epaisseur de 
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Pordre de quelques nanometres, par exemple 5 nm (et de maniere generate moins 
de 10 nm). 

On obtient ainsi une structure avec une couche superficielle de silicium 
17 ayant une epaisseur relativement grande par rapport a celle de la couche fine 6 
5 du premier mode de realisation. 

On procede alors a Poxydation de tout ou partie de la couche 
superficielle de silicium 17, par exemple par traitement plasma ou chimique, ou par 
oxydation thermique (naturellement, a des temperatures qui ne risquent pas de 
deteriorer la couche de germanium 14 sous-jacente) afin d'obtenir en surface une 
10 couche d*oxyde thermique 18 destinee a former Poxyde enterre dans la structure 
GeOI finale, comme represents a la figure 9. 

Comme visible sur cette figure, on propose ici avantageusement 
d'arreter Poxydation quelques angstroms avant ('interface entre la couche de 
germanium 14 et la couche de silicium 17 afin de laisser subsister une couche fine 
15 de silicium 16 entre la couche de germanium 14 et la couche d'oxyde 18 pour des 
raisons electriques (les interfaces Si0 2 /Si/Ge etant de meilleure qualite que 
Pinterface Ge/Si0 2 comme deja indique). 

La structure ainsi obtenue et representee a la figure 9 est tout a fait 
comparable a celle obtenue et representee en figure 4 dans le premier mode de 
20 realisation et pourra ainsi etre utilisee de maniere identique a cette derniere 
(conformement aux etapes decrites plus haut et representees aux figures 5 et 6, et 
eventuellement 7) pour former une structure GeOI. 

La couche de germanium 14 ayant une epaisseur inferieure a Pepaisseur 
critique comme dans le premier mode de realisation, les avantages procures ici 
25 sont identiques a ceux deja decrits. 

En outre, cette solution permet d'obtenir un oxyde enterre (issu de la 
couche d'oxyde thermique 18) de meilleure qualite que lorsque cet oxyde est 
obtenu par depot (premier mode de realisation ci-dessus) et une meilleure interface 
entre cet oxyde et la couche fine de silicium (16). II est neanmoins possible si on 
30 souhaite une couche d'oxyde plus epaisse, de deposer sur la couche d'oxyde 
thermique, une couche complementaire d'oxyde. 

A partir des structures obtenues aux figures 6 ou 7, c'est-a-dire de 
structures GeOI presentant sous la couche mince de germanium une tres fine 
couche de silicium (de bonne qualite cristalline), il est possible de graver localement 
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le germanium comme represents a la figure 10 pour mettre a nu localement la fine 
couche de silicium 6, 16, puis venir faire une reprise d'epitaxie locale et selective de 
silicium sur la couche fine de silicium 6, 16 afin d'obtenir une nouvelle couche de 
silicium 7 dans la region precedemment gravee dans la couche de germanium 4, 
5 comme represents a la figure 1 1. On pourra par exemple prevoir, apres gravure de 
la couche de germanium et avant la reprise d'epitaxie de silicium, de proteger les 
Tlots de germanium encore present par une couche locale de protection laissant 
subsister des ouvertures de silicium. 

Cette couche pourra etre selectivement eliminee apres I'epitaxie de 

10 silicium. 

Grace a la structure de la figure 1 1, il est possible d'utiliser chacune des 
regions (parties residuelles de la couche 4 et couche issue de la reprise selective 7) 
en beneficiant des proprietes de chacun des deux materiaux, par exemple pour 
former des composants differents. 
15 Uinvention n'est pas limitee aux modes de realisation qui viennent d'etre 

decrits. 

Par exemple, si les modes de realisation presentes ci-dessus proposent 
de deposer la couche de germanium sur du silicium relaxe (Si massif ou SOI), il est 
egalement possible de faire croTtre le germanium sur du silicium contraint (obtenu 
20 par exemple par epitaxie sur du SiGe ou provenant d'une structure de type silicium 
contraint sur isolant, ou sSOl), ce qui a pour avantage d'augmenter I'epaisseur 
critique du germanium depose par epitaxie (c'est-a-dire Pepaisseur possible de 
germanium qui peut etre deposee par epitaxie tout en conservant le parametre de 
maille de la structure cristalline qui le regoit, en minimisant ainsi les risques de 
25 dislocations). 

On peut egalement faire croTtre le germanium sur un substrat presentant 
au moins en surface une couche de Si x Gei_ x , par exemple SiGeOI, avec par 
exemple x=0,8, soit 20 % de germanium. 

Cette solution permet egalement d'augmenter I'epaisseur de germanium 
30 que Ton peut deposer sans degradation de qualite cristalline. 

Pour ces deux derniers exemples (Si contraint et SiGe), si une couche 
de silicium est epitaxiee sur la couche de germanium epitaxiee, on veillera a ce que 
Pepaisseur de cette couche de silicium (formee dans ce cas dans un materiau de 
parametre de maille different de celui de la couche superficielle du substrat) reste 
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inferieure a Tepaisseur critique epitaxiable compte tenu de la structure sur laquelle 
cette epitaxie est realisee, et ce afin de preserver la qualite cristalline de cette 
couche et de la couche de germanium sous-jacente. 



WO 2007/036631 



12 



PCT/FR2006/002184 



REVINDICATIONS 

1. Procede de fabrication d ! un element en couches minces, caracterise 
par les etapes suivantes : 

5 - croissance par epitaxie d f une couche cristalline (4 ; 14) d'un premier 

materiau sur une couche cristalline (2 ; 12) d f un support (2 ; 12) formee dans un 
second materiau different du premier materiau, ladite couche du premier materiau 
(4 ; 14) ayant une epaisseur telle que son parametre de maille est determine par 
celui de la couche cristalline (2 ; 12) du support (2 ; 12) ; 
10 - formation d*une couche de dielectrique (8 ; 18) du cote de la face de 

ladite couche du premier materiau (4 ; 14) opposee au support (2 ; 12) pour former 
une structure donneuse (2, 4, 8 ; 12, 14, 18) ; 

- assemblage de la structure donneuse (2, 4, 8 ; 12, 14, 18) avec un 
substrat de reception (10) ; 

15 - elimination du support (2 ; 12). 

2. Procede selon la revendication 1, caracterise en ce qu'il comprend, 
prealablement a la formation de la couche de dielectrique (8 ; 18), une etape de 
croissance par epitaxie d'une couche de troisieme materiau (6 ; 17) sur ladite 

20 couche du premier materiau (4 ; 14), le materiau et I'epaisseur de la couche de 
troisieme materiau etant choisis de sorte que le parametre de maille du troisieme 
materiau soit determine par celui de la couche cristalline du support (2 ; 12). 

3. Procede selon la revendication 2, caracterise par les etapes suivantes 
25 posterieures a I'etape d'elimination du support : 

- gravure locale de la couche cristalline du premier materiau jusqu'a la 
couche du troisieme materiau ; 

- croissance par epitaxie du troisieme materiau sur les regions de la 
couche du troisieme materiau mises a nu par la gravure. 

30 

4. Procede selon la revendication 2 ou 3, caracterise en ce que Petape 
de formation de la couche de dielectrique comprend une etape d'oxydation au 
moins partielle de la couche epitaxiee du troisieme materiau (17) afin d'obtenir 
ladite couche de dielectrique (18). 
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5. Precede selon Tune des revendications 2 a 4, caracterise en ce que le 
troisieme materiau est du silicium. 

5 6. Procede selon Tune des revendications 1 a 5, caracterise en ce que 

ladite etape de formation de la couche de dielectrique (8 ; 18) de la structure 
comprend une etape de depot d'une couche de dielectrique (8). 

7. Procede selon Tune des revendications 1 a 6, caracterise en ce que la 
1 0 couche de dielectrique (8 ; 1 8) est une couche d*oxyde. 

8. Procede selon les revendications 1 a 7, caracterise en ce que le 
support est une plaque du second materiau (2). 

15 9. Procede selon Tune des revendications 1 a 7, caracterise en ce que le 

support est du type couche superficielle sur isolant dont la couche superficielle (26) 
forme la couche cristalline du second materiau. 

10. Procede selon Tune des revendications 1 a 9, caracterise en ce que 
20 le premier materiau est du germanium. 

11. Procede selon Tune des revendications 1 a 10, caracterise en ce 
que le second materiau est du silicium relaxe. 

25 12. Procede selon Tune des revendications 1 a 10, caracterise en ce 

que le second materiau est du silicium contraint. 

13. Procede selon Tunes des revendications 1 a 10, caracterise en ce 
que le second materiau est du SiGe. 

30 

14. Procede selon Tune des revendications 1 a 13, caracterise par une 
etape de croissance par epitaxie du premier materiau sur la face de la couche 
cristalline (4 ; 14) du premier materiau laissee libre par I'eiimination du support (2 ; 
12). 
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